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(57) Abstract: The invention relates to a temporary substrate, which is detachable at a detachment temperature higher than 1000°C
and comprises: - a semiconductor working layer extending along a main plane, - a carrier substrate, - an intermediate layer arranged
between the working layer and the carrier substrate, and having a thickness, along an axis normal to the main plane, less than 20 nm,
- a bonding interface located in the intermediate layer or adjacent thereto, - atoms of at least one gaseous species that are distributed
according to a concentration profile along the axis normal to the main plane, with a maximum concentration higher than 1021/cm3,
said atoms remaining trapped in the intermediate layer and/or in an adjacent layer of the carrier substrate with a thickness less than or
equal to 10 nm and/or in an adjacent sublayer of the working layer with a thickness less than or equal to 10 nm when the temporary
substrate is subjected to a temperature lower than the detachment temperature, and said atoms being intended to diffuse to a detachment
interface when the temporary substrate is subjected to a temperature higher than or equal to the detachment temperature. The invention
also relates to a process for producing said temporary substrate. Lastly, the invention relates to a process for transferring a working
layer to a receiver substrate, from the detachable temporary substrate, in order to form a composite structure.
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(57) Abrégé : L'invention concerne un substrat temporaire, démontable a une température de démontage supérieure a 1000°C et com-
prenant : - une couche utile semi-conductrice s'étendant selon un plan principal, - un substrat support, - une couche intermédiaire dis-
posée entre la couche utile et le substrat support, et présentant une épaisseur, selon un axe normal au plan principal, inférieure a 20nm,
- une interface de collage située dans la couche intermédiaire ou adjacente a celle-ci, - des atomes d'au moins une espéce gazeuse
distribués selon un profil de concentration le long de I'axe normal au plan principal, avec un maximum de concentration supérieur a
1021/cm3, lesdits atomes restant piégés dans la couche intermédiaire et/ou dans une couche adjacente du substrat support d'épaisseur
inférieure ou égale a 10nm et/ou dans une sous-couche adjacente de la couche utile d'épaisseur inférieure ou égale a 10nm, lorsque le
substrat temporaire est soumis a une température inférieure a la température de démontage, et lesdits atomes étant destinés a diffuser
a une interface de détachement lorsque le substrat temporaire est soumis a une température sup€rieure ou égale a la température de
démontage. L'invention concerne également un procédé de fabrication dudit substrat temporaire. Enfin, l'invention concerne un procédé
de transfert d'une couche utile sur un substrat receveur, a partir du substrat temporaire démontable, pour former une structure composite.



